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理化学研究所では、入射ビームと標的との核融合反応によって生成された超重元素（Z > 103）

を、気体充填型反跳分離機（GARIS-II、III）を用いて入射ビームや副生成粒子から分離し、焦点

面に設置された検出器で収集する手法により、超重元素の研究が行われている。[1,2]。GARIS の

焦点面検出器は、飛行時間検出器と両面シリコンストリップ検出器（DSSD）、およびその側面を

4台のピクセル型 Si半導体検出器（pixel-SSD）で囲んだ Si-Boxで構成されている（図 1左）。DSSD

では、DSSD に入射した超重元素や、それに続くα崩壊や自発核分裂事象の位置、時刻、エネル

ギー情報が観測される。pixel-SSD は、崩壊時に DSSD から飛び出したα粒子や核分裂片といった

エスケープ事象を検出し、超重元素の核種同定精度を向上させる役割を担っている。 

我々は、超重元素の核種同定精度の向上を目的として、Si-Box 内の DSSD およびそれを取り囲

むすべての pixel-SSD に対し、不感層の薄い新型 Si 半導体検出器の開発を進めている。側面用

pixel-SSDは 60 mm × 60 mmの有効面積を持ち、16チャンネル（4×4）にピクセル化された電

極を備える。上下面用 pixel-SSDは 123 mm × 60 mmの有効面積を持ち、32 チャンネル（8×4）

のピクセル電極を有する。今回、側面用 pixel-SSD（図 1右）に施されていた保護膜を除去し、不

感層の低減を試みた。本発表では、新たに開発した側面用 pixel-SSD の不感層厚の測定結果と、京

都大学宇治キャンパスの 1.7 MV タンデトロン加速器ビームラインに設置された TOF-ERDA（飛

行時間–弾性反跳粒子検出法）を用いた測定結果について報告する。 
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Fig.1 A focal plane detection system for GARIS-II and GARIS-III (left) and the developed pixel-SSD (right). 
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